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第３章 異なる膜厚のCo40Fe40B20を持つ、Ta/CoFeB/MgO 接合の電子状態をX 線磁気円二色性(XMCD)により
測定した結果についてまとめた。X 線の吸収量のエネルギ・スペクトルを複数の磁化角度について測定し、元素
別の軌道磁気モーメントの異方性を評価した。軌道磁気モーメントの異方性の大きさは磁気異方性の大きさに比

















































































V = 0.9 V
23 mTH=21
図：電界誘起磁化反転の磁化反転確率の印加パルス長
さ依存性。明瞭な振動的振る舞いが観測される。 
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比である熱安定性は30から35であるが、109ビットを10年間保持するためには60程度が必要である。デバイス
体積を減少させることにより熱安定性も減少するため、電界による磁気異方性変調効率の大きい磁性体や、より
大きな電界を印加することができる絶縁膜の組み合わせを用いて改善する必要がある。 
印加する電界パルスの振幅により、磁化反転モードが電界誘起磁化反転とスピン注入磁化反転で切り替わるデ
バイスを作製し、電界誘起磁化反転を引き起こしたのち、スピン・トルクによる磁化のダンピングの増大を引き
起こす、新しい磁化反転方式を実証した。この磁化反転方式においては、磁化反転速度、消費電力がスピン注入
磁化反転単一方式による磁化反転よりも優れている。また、電界パルス継続時間に許容される時間的誤差が電界
誘起磁化反転単一方式の場合よりも向上するため、電界誘起磁化反転の段階的実用化の１ステップとして有用な
可能性を示した。 
第６章 本論文の結論である。 
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